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【はじめに】我々は，Al 誘起成長(AIC)法で形成した Ge 層が，大粒径・(111)配向の下部 Ge 層と小
粒径の上部 Ge アイランドで構成されることを明らかにすると共に，Ge/Al 膜厚比の制御によって
アイランドの生成を抑制した[1]．しかしながら，上部 Ge アイランドの抑制と下部 Ge 層の被覆率
がトレードオフの関係であるとの課題が顕在化した．本研究では，ウェットエッチングによる Ge
アイランド層の選択的除去の手法を提案すると共に，光学特性を比較検討する． 

 

【実験方法】アイランド選択除去のアイディアを Fig. 1に
示す．AIC-Ge 試料を Ref. 1 の手順で作製した．今回，
Al膜厚は 50 nm, Ge膜厚は 50 nm, 100 nm, 150 nmとした．
試料を H2O2(50%)へ浸漬することで，Ge アイランド層
のエッチングを行う．ここで，AlOx 層はエッチングス
トッパとして機能し，下部 Ge 層を保護する．続いて，
HF(1.5%)へ浸漬し Al および AlOx層を除去した．これら
の試料をテンプレート層とし，分子線エピタキシー
(MBE)法で光吸収 Ge層(250 nm)を形成(500 °C)した後，
分光感度の評価を行った．この際，上部電極に櫛形 Al，
下部電極に AIC-Ge自体を用いた． 

 

【結果・考察】H2O2 処理を行った試料について，ランダ
ム配向の Ge アイランドが除去され，(111)配向の下部
Ge 層が露出したことが判る(Fig.2)．初期 Ge 膜厚が厚い
試料ほど被覆率が向上する一方，アイランドの顕著化に
伴い(111)配向率が低下したが，H2O2 処理により全試料
で 95%以上の高い(111)配向率が得られた(Fig.3)．その結
果，初期 Ge 膜厚が 100 nm の試料において，高い(111)
配向率と良好な被覆を両立した． 
  アイランド除去／未除去の AIC-Ge(初期 Ge 膜厚：

100 nm)上に形成した MBE-Ge 層の分光感度を評価した
結果，アイランド除去により約 3 倍の分光感度の増大が
見られた(Fig. 4)．小粒径のアイランドが除去され，大粒
径 Ge 層の表面積が拡大したことに起因していると考え
られる．一方で，単結晶 Ge 基板と比較すると，分光感
度は約１～２桁下回る値となった．原因として， (i) 
MBE-Ge 層の膜厚の不足，(ii) AIC-Ge 層自体の電極利用，
(iii) AIC-Ge 層から MBE-Ge 層への Al 拡散，(iv) MBE-
Ge 層中および表面の欠陥，等が考えらえる．今後，こ
れらについて調査を行い，分光感度特性の向上を目指す． 
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